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摘要：静区性能是微波暗室综合性能的体现，也是暗室设计的关键。影响微波暗室静区性能的因素有暗室形状、吸
波材料的布局及特性、天线辐射特性 3 个方面。利用几何光学方法，以电偶极子天线作为激励源，分析了矩形微波暗室
静区电平分布规律。根据某厂家提供的 4 个频率(1GHz、2GHz、4GHz 和 8GHz)下吸波材料垂直入射反射率，对矩形暗
室的静区电平分布进行了仿真计算。仿真结果表明，采用此方法能快速并准确的适用于矩形微波暗室静区的性能分析。 
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图 1  暗室几何模型 
图 1 所示为矩形暗室几何模型，其长为 l ，
宽为 w ，高为 h 。源天线为电偶极子，并位于原
点 o ，其中 b 为源天线与 bx = 墙面的距离， 0h 为
源天线与 0hy −= 面的距离， d 为源天线与 dz −=
墙面的距离。暗室六个面均安装高度相同的吸波
材料。利用几何光学方法，暗室静区中任一点
),,( zyxP 处的电平可表示为：  











10log20         (1) 
其中： DRiE 为暗室六个面的反射波场强(图 1
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中所示的 FEDCBA ,,,,, )， FsE 为直达波场强(图 1
中所示G )。 
2  仿真分析 
根据静区电平的计算模型，以电偶极子天线
为激励源，结合厂家的吸波材料的垂直入射发射
率，对尺寸为 5=l m、 5=w m、 4=h m 的暗室，








θθ cosNRR =               (2) 










1=d m， 5.2=b  m， 20 =h  m。计算静区区域：











（a）1GHz                 （b）2GHz 
 
（c）4GHz                 （d）8GHz 
   图 2 静区电平分布 
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